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[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung oder ein 
Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kristallinen 
Schichten auf insbesondere kristaliinen Substraten aus der 
Gasphase. Bekannte Vorrichtungen weisen eine beheizte 
Reaktionskammer mit einem Substrathalter zur Aufnahme 
mindestens eines Substrates auf, sowie eine oder mehrere 
beheizte Quellen, wo durch chemische Reaktion eines zu- 
sammen mit einem Tragergas der Quelle zugeleiteten Halo- 
gens, insbesondere HC1 und eines der Quelle zugeordneten 
Metalis, beispieisweise Ga, In oder Al. Ein gasformiges Ha- 
logenid entsteht, welches durch einen Gaseinlassabschnitt 
zu einem von Substrathalter getragenen Substrat transpor- 
tiert wird, wobei ferner eine Hydridzuleitung zum Zuleiten 
eines Hydrids, insbesondere NH 3 , AsH 3 oder PH 3 in die Re- 
aktionskammer vorgesehen ist. Zwecks einer gewollten Do- 
ticrung der abgcschicdcncn Halblcitcrschicht kann zusatz- 
lich ein Dotierstoff zugegeben werden. Als Dotierstoff wird 
unter anderem ein hochverdunntes Hydrid, wie beispieis- 
weise S1H4 oder auch ein Chorid, beispieisweise FECL ver- 
wendet. Es ist aber auch moglich, H 2 S oder eine metallorga- 
nische Verbindung als Trager des Dotierstoffes zu verwen- 
den. Hier kommt insbesondere DEZn oder DPZMg in Be- 
IrachL. 

[0002] Derartige Vorrichtungen bzw. die auf den Vorrich- 
tungen angewandten Verfahren dienen unter anderem dazu, 
Pseudosubstrate abzuscheiden. Dies ist wegen der relativ 
hohen Wachstumsraten (> 200 um/h) moglich. Die EI-V- 
Pseudosubstrate dienen der Herstellung von Leuchtdioden 
auf der Basis von GaN. Diese sindin derLage, ultraviolettes 
oder blaues oder griines Licht zu emittieren. Insbesondere 
das ultraviolette Licht kann mittels geeigneter Phosphore in 
weiBes Licht umgewandelt werden. Voraussetzung fur die 
Fertigung derartiger Leuchtdioden ist die Bereitstellung ei- 
nes geeigneten Substrates. Anders als bei GaAs oder InP ist 
die Zuchtung grofierer GaN- Volumenkristalle zur herkomm- 
hchen Substratherstellung nicht moglich. Als Alternative zu 
den Volumenkristallen, aus denen die scheibenfSrrnigen 
Substrate herausgeschnitten werden, konnen auch dicke im 
Epitaxie-Verfahren hergestellte Schichten als Pseudosub- 
strate verwendet werden. 

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren anzugeben, mit welcher 
bzw. welchem mit hoher Wachstumsrate auf geeigneten 
Substraten das Wachsturn von Schichten zur Verwendung 
als Pseudosubstrate zum nachtraglichen Abscheiden von 
GaN-Schichten moglich sind. 

[0004] Gelost wird die Aufgabe durch die in den Ansprii- 
chen angegebene Vorrichtung bzw. durch das dort angege- 
bene Verfahren. w 
[0005] ErfindungsgemaB ist zunachst und im Wesentli- 
chen vorgesehen, dass eine Vielzahl von drehangetriebenen 
Substrathaltern in ringformiger Anordnung einem Substrat- 
haltertrager zugeordnet ist. Die Zuieitung der Hydride bzw 
Halogenide kann ins Zentrum der Reaktionskammer erfol- 
gen. Es ist aber auch moglich, die Hydride oder Halogenide 
vom Umfang her der Reaktionskammer zuzuleiten und im 
Zentrum abzuleiten. In beiden Fallen durchstromen die Hy- 
dride und/oder die Halogenide die Reaktionskammer in ra- 
dialer Richtung. Die erfindungsgemafie Vorrichtung besitzt 
eine oder mehrere Quellen. Diese Quellen beinhalten die 
Metalle Ga ? In oder Al. Diese Quellen konnen in der Mitte 
des Substrathaltertragers angeordnet sein, so dass die Halo- 
genide unrnittclbar in der Reaktionskammer entstchen. Es 
1st alternativ dazu auch moglich, die Halogenide auBerhalb 
der Reaktionskammer zu erzeugen. Bevorzugt wird das Ha- 
logen bzw. die Halogenide in das Zentrum des Reaktor ein- 



geleitet. Die Quelle, die sich auBerhalb oder innerhalb der 
Reaktionskammer befinden kann, kann mittels IR-Licht 
oder mittels Hochfrequenz beheizt werden. Die Beheizung 
kann auch durch Widerstande erfolgen. Der Substrathalter- 
5 trager kann drehangetrieben sein. Er rotiert dann uni die 
Symmetrieachse der Reaktionskammer, in welcher bevor- 
zugt die Quelle angeordnet ist. Auf dem Substrathaltertrager 
sitzen satellitenartig angeordnet die Substrathalter, auf de- 
nen die kreisscheibenfbrmigen Substrate bei der Prozess- 
10 durchfuhrung liegen. Die Substrathalter sind selbst drehan- 
getrieben und haben dazu auch eine kreisscheibenformige 
(JestalL Die Quelle kann mit dem Substrathaltertrager mit- 
drehen oder ortsfest in der Reaktionskammer angeordnet 
sein. Die Zuieitung des Hydrids erfolgt bevorzugt getrennt 
15 von der Zuieitung des Halogenides. Die Hydridzuleitung 
kann oberhalb der Halogenidquelle vorgesehen sein. Da der 
Wachstumsprozess des GalnAlN-KristaUs durch die Anwe- 
senhcit des Hydrides, NH 3 kontrollicrt wird, erfolgt die Zu- 
ieitung des Hydrids (NH 3 ) erst unmittelbar vor den ringfor- 
20 mig angeordneten Substraten, also in einer radial auswarts 
verlagerten Position gegenuber der Zuieitung der Halogen- 
ide. Alternativ zur radialen Einspeisung des Hydrids kann 
letzteres auch aus Offnungen, die der den Substraten gegen- 
uberliegenden Reaktionskammerdecke zugeordnet sind, 
25 ausireten. Diese Offnungen konnen gleichmaBig uber dem 
nngformigen Substrathaltertrager verteiit angeordnet sein. 
Es ist aber auch vorgesehen, dass diese Offnungen, durch 
welche das Hydrid in die Reaktionskammer geleitet wird, 
winkelversetzt zueinanderliegenden Radialzonen zugeord- 
30 net sind. Zwischen diesen Radialzonen konnen sich Offiiun- 
gen befinden, durch welche die Halogenide der Reaktions- 
kammer zugeleitet werden. Die Halogenide konnen dabei 
innerhalb oder auBerhalb der Reaktionskammer erzeugt 
werden. Bevorzugt sind mehrere Abschnitte zum Einleiten 
verschiedener Halogenide in Umfangsrichtung versetzt zu- 
einander angeordnet. Zwischen diesen Abschnitten konnen 
sich Einleitungszonen fur die Hydride befinden. Die Quel- 
len konnen radial versetzt auBermittig angeordnet sein. Die 
Quellen werden beheizt. Demzufolge liegen die Metalle Ga, 
40 In oder Al in flussiger Form vor. Das Metall kann von einer 
Wanne aufgenommen sein, welche von HC1 oder einem an- 
deren Halogen uberstromt wird. Dabei reagiert das HO mit 
dem Metall zu einem fluchtigen Metallchlorid. Insbesondere 
die Quelle fur das Aluminium kann als ein Behalter gestaltet 
45 sein, welcher vom Gas durchspult ist, so dass eine optimale 
Reaktion zwischen dem Halogen und dem Aluminium statt- 
findet. Die Quelle funktioniert dann ahnlich einer Waschfla- 
sche. Die Substrate sind ringformig urn das Zentrum des 
Substrathaltertragers angeordnet. Die Anordnung kann in 
50 unterschiedlichster Weise erfolgen. Beispieisweise kann auf 
jedem Substrathalter ein Substrat angeordnet sein. Es ist 
aber auch moglich, dass auf einem Substrathalter eine Viel- 
zahl von Substraten angeordnet sind. Die Substrathalter 
konnen in bekannter Weise auf einem Gaspolster gelagert 
55 sein. Der Drehantrieb erfolgt ebenfaiis in bekannter Weise 
durch Gasstrome. Eine der beschriebenen Quellen kann 
auch zur Aufnahme eines Dotierstoffes verwendet werden. 
Als Dotierstoff kann ein Metall verwendet werden, bei- 
spieisweise Eisen. Es ist aber auch moglich, den Dotierstoff 
60 gasfbrmig, insbesondere als Hydrid in die Reaktionskam- 
mer einzuleiten. Als Dotierstoff kann man beispieisweise 
SiH4 benutzen. 

[0006] Ausfuhrungsbeispiele werden nachfolgend anhand 
beigefugterZeichnungen erlautert. Es zeigen: 
65 [0007] Fig, 1 cine schcmatischc Darstcllung der crfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung bzw. die Darstellung des Ver- 
fahrens, 

[0008] Fig, 2. ebenfaiis schernatisiert ein erstes Ausfuh- 
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rungsbeispiel einer Vorrichtung, 

[0009] Fig. 3 den Schnitt gemaG der Linie m-VJ in Fig. 2, 
[0010] Fig. 4 eine Variation des Ausfuhrungsbeispiels ge- 
maB Fig. 2, , 
[001*] Fig. 5 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erflh- 5 
dung in seiner Darstellung gemaB Fig. 2, 
[0012] Fig. 6 ein Variation des Ausfuhrungsbeispiels ge- 
maB Fig. 5, 

[0013] Fig. 7 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung, 10 
[0014] Fig. 8 eine Darstellung des Ausfuhrungsbeispiels 
gemaB Fig. 7 aus der Sicht des Pfeiles Vm in Fig. 7, 
[0015] Fig. 9 eine Darstellung gemaB Fig. 8 eines weite- 
ren Ausfuhrungsbeispiels, 

[0016] Fig. 10 die Substratanordnung auf einem Substrat- 15 
halter/S ubstrathaltertrage r, 

[0017] Fig. 11 eine A b wand lung zur Darstellung gem. 
Fig. 10, 

[0018] Fig. 12 eine weiterc Abwandlung zur Darstellung 
gem. Fig. 10 und 20 
[0019] Fig. 13 eine dritte Abwandlung zur Darstellung 
gem. Fig. 10. 

[0020] Die Ausfuhrungsbeispiele betreffen Vorrichtun- 
gen, um aus in eine geheizte Reauonskammer 1 gebrachtes 
InCL GaCl und A1C1 zusanimen mil in die Reaklionskam- 25 
mer 1 eingebrachtes NH 3 GaInAlN-Schichten auf in der Re- 
aktionskammer angeordneten Substraten 3 epitaktisch abzu- 
scheiden. Hierzu besitzt die Vorrichtung eine Quelle 4, wel- 
che mittels einer Heizung auf einer Quellentemperatur Ts 
gehalten wird. Die Quelle beinhaltet Wannen 17 oder Behal- 30 
ter 18, welche mit metallischem In, Ga oder Al gefullt sind. 
Uber die Wannen 17 oder durch die Behalter 18 wird ein Ge- 
misch aus einem Tragergas, bei dem es sich um Wasserstoff 
oder StickstofY handeln kann und HQ geieitet. Der Massen- 
fiuss dieses Gases, insbesondere des HQ's wird mittels Mas- 35 
senflussreglem 19 eingestellt. Die Quellenreaktion fuhrt zu 
InCl, GaCl oder A1CI. Diese Halogenide werden durch ei- 
nen Gaseinlassabschnitt 5 in die Reaktionskammer 1 einge- 
leitet. Zur Ausbildung der IO-V-Schichten wird ferner ein 
Hydrid zur Bereitstellung der V-Komponente bendtigt. Die- 40 
ses Hydrid ist im Ausfuhrungsbeispiel NH3. Ans telle von 
NH 3 kann aber auch AsH 3 oder PH 3 verwendet werden. Die 
Zuleitung des Hydrides erfolgt durch eine Hydridzuleitung 
6. Der Massenfluss des Hydrides wird ebenfalls von einem 
Massenflussregler 19 geregelt. 45 
[0021] Die Reaktionskammer 1 besitzt einen Substrathalt- 
ertrager 7, der eine ringformige oder kreisscheibenformige 
Gestalt hat und welcher drehangetrieben ist. Auf dem Sub- 
strathaltertrager 7 sind, wie insbesondere den Fig. 10-13 zu 
entnehmen ist, eine Vielzahl von Substrathaltern 2 in ring- 50 
formiger Anordnung angeordnet. Die Substrathalter 2 haben 
eine Kreisscheibenform und liegen auf einem Gaspolster 14, 
welches mittels eines durch eine in den Zeichnungen nicht 
dargestellte Gaszuleitung stromenden Gasstroms aufrecht- 
erhaiten wird. Dieser, in den Zeichnungen nicht dargestellte 55 
Gasstrom kann ferner dazu verwendet werden, die Substrat- 
halter 2 drehanzutreiben, so dass eine Doppelrotation ge- 
wahrleistet ist. 

[0022] Der Substrathaltertrager 7 wird von unten mittels 
Hochfrequenz beheizt. Hierzu besitzt die Vorrichtung eine 60 
Hochfrequenz-Spule 11, die unterhalb des aus Grafit beste- 
henden Substrathaltertragers 7 angeordnet ist. Der an die 
Reaktionskammer 1 angrenzende Abschnitt 27 des Substrat- 
haltertragers 7 kann PBN-beschichtet sein. Er kann aber 
auch aus Quarz bcstchcn. Der Substrathalter 2 kann aus dem 65 
gleichen Material gefertigt sein. Die Decke 12 der Reakti- 
onskammer 1 ist vorzugsweise aus Quarz gefertigt. 
[0023] Das in der Fig. 2 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel 
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besitzt eine Quelle 4, die sich im Zentrum eines ringfbrmi- 
gen Substrathaltertragers 7 befindet. Bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel kann der Quellentrager 21, auf welchem die 
Wannen 17 bzw. der Behalter 18 angeordnet. ist, mit dem 
Substrathaltertrager mitdrehen. Die in Fig. 2 mit 20 bezeich- 
nete Trennwand zwischen den einzelnen Quellenkammem 
16 kann bei dieser Variante auch entf alien, so dass alle me- 
tailischen Quellen 4 in einer gemeinsamen Kammer ange- 
ordnet sind. Anstelle der mehreren in Fig. 2 dargestellten 
HCL-Zuleitungen 13 braucht dann nur eine einzige verwen- 
det zu werden. Es ist aber auch vorgesehen, dass die Quel- 
lentragerplatte 21 nicht mitdrehL sondem ortsfest verbleibt, 
so dass der ringformige Substrathaltertrager 7 um die Quel- 
lenanordnung rotiert. Insbesondere dann konnen die einzel- 
nen Metallquellen 4 raumlich voneinander durch die besag- 
ten Trennwande 20 getrennt werden. Wie insbesondere aus 
Fig. 3 hervorgeht, werden durch die Trennwande 20 vier 
voneinander getrennte Quellcnkammcrn 16 gcbildct, in wcl- 
chen sich die Wannen bzw. Behalter 18 fur die unterschied- 
lichen Metalle Ga, In oder Al befinden konnen. Jeder Quel- 
lenkammer 16 ist eine individuelle HCL-Zuleitung zugeord- 
net. 

[0024] Eine Abschirmung 15 iiberdeckt die Quellenkam- 
mer 16. Oberhalb der Abschirmung 15 stromt aus einer Hy- 
dridzuleitung 6 NH3 in die Reaktionskamiiier 1. Die Ab- 
schirmung 15 erstreckt sich in radial auswartiger Richtung 
bis unmittelbar vor die Substrathalter 2, 
[0025] Bei dem in den Fig. 2 bis 4 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispielen werden die Quellen 4 von einer separaten 
Quellenheizung 8 geheizt. Die Quellenheizung 8 besteht aus 
einer Hochfrequenzspule. 

[0026] Das in der Fig. 4 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel 
unterscheidet sich vom Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 2 
im Wesentlichen dadurch, dass die Quellentragerplatte 21 
auch raumlich beabstandet ist vom Substrathaltertrager 7. 
[0027] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel wird der Quellentrager 21 mittels einer Infrarotheizung 
geheizt Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel befinden sich die 
Wannen 17 zur Aufhahme der Metalle in einer gemeinsa- 
men Quellenkammer 16. Auch hier konnen aber auch durch 
geeignete Trennwande mehrere Quellenkammem vorgese- 
hen sein. Die durch Einleiten von HC1 durch die Zuleitung 
13 in der Kammer 16 erzeugten Halogenide treten durch den 
Umfangsspalt 5 in die ringformige Reaktionskammer 1 ein, 
wo die sich um das Zentrum und um sich selbst drehenden 
Substrathalter 2 angeordnet sind. Bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel erfolgt die Zuleitung des Hydrides (NH 3 ) durch die 
Decke 12 der Reaktionskammer 1. Hierzu besitzt die Decke 
12 eine Vielzahl von Hydrideinlassoffnungen 10. Insgesamt 
hat die Decke 12 die Gestalt eines Duschkopf es. Mit der Be- 
zugsziffer 22 ist in den Zeichnungen der Auspuff bezeich- 
net, der ringfbrmig um den Substrathaltertrager 7 angeord- 
net ist. 

[0028] Das in der Fig. 6 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel 
besitzt eine anders gestaltete Quelle. Bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel tritt das HC1 durch eine Zuleitung 13 in einer 
Vorkammer 23. Der Boden der Vorkammer 23 wird von ei- 
ner Fritte 24 gebildet. Die Fritte 24 befindet sich oberhalb ei- 
ner Quellenkammer 16, so dass das HC1 homogenisiert auf 
die Oberflachen des in ein oder mehreren Wannen 17 befind- 
lichen Metalls stromen kann. 

[0029] Bei dem in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel befinden sich die Quellen 4 auBerhalb der Reaktions- 
kammer 1. 

[0030] Wie insbesondere der Fig. 8 und auch der Fig. 7 zu 
entnehmen ist, sind die Quellen 4 radial auswarts der Reak- 
tionskammer angeordnet. Die Quellen 4 werden jeweils mit- 
tels einer Infrarotheizung 8 auf der Quellentemperatur T s 
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gehalten. Das in den Quellen 4 erzeugte Halogenid wird 
mittels temperierter Leitungen 25 in das Zentrum der Reak- 
tionskammer 1 geleitet, wo es aus den Enden 5 der Leitun- 
gen 25 austritt, um in Radial aus warts-Richfung zu den Sub- 
straten 3 zu stromen. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel er- 5 
folgt die Zuleitung des Hydrids von der Decke 12 her, in 
welcher sich die zuvor beschriebenen Offnungen 10 befin- 
den, zur duschkopfartigen Zuieitung des NH 3 in die Reakti- 
onskammer. 

[0031] Wie der Fig, 8 zu entnehmen ist, sind die Hydrid- 10 
einlassoffhungen 10 insgesamt 4 Radialabschnitten zugord- 
net. 

[0032] Die Fig. 9 zeigt eine Variante, bei der die Halogen- 
ide nicht ins Zentrum der Reaktionskammer 1 eingebracht 
werden, sondem durch Offnungen 26, welche sich liber den 15 
gesamten Radius des Substrathaltertragers 7 erstrecken. In 
Umfangsrichtung wechseln sich derartige, reihenformig auf 
cincr Radialcn angcordnctc Offnungen 26, 10 ab, so dass 
zwischen den Zuleitungen fur die Hydride jewei Is Zuleitun- 
gen fur die Halogenide liegen. Die Substrate drehen sich un- 20 
ter gleichzeitiger Drehung um sich selbst unter diesen 
kammartigen Zuleitungen hinweg. 

[0033] Wie aus den Anordnungsbeispielen der Fig. 12 und 
13 zu entnehmen ist, konnen auf einem Substrathalter 2 
mehrere Substrate 3 angeordnet sein. 25 
[0034] Die Drehung der Substrate 3 um ihre eigene Achse 
dient im Wesentlichen zur Optimierung der Schichtdicken- 
Homogenitat. Die Drehung des Substrathalters 7 um die 
Symmetrieachse der Reaktionskammer 1 dient im Wesentli- 
chen dazu, UngleichmaBigkeiten der Reaktionskammer in 30 
Umfangsrichtung auszugleichen. 

[0035] Die Erfindung dient nicht nur dazu, binare GaN- 
Pseu dosubstrate herzustellen. Die Moglichkeit, als HI- 
Komponente zusatzlich oder alternativ In oder Ga verwen- 
den zu konnen, bietet die Moglichkeit, auch terare oder qua- 35 
ternare Substrate wie AlGaN oder GalnN herzustellen. 
[0036] Anstelle von NE 3 kann uber die Hydridzuleitung 6 
aber auch AsH 3 oder PH 3 der Reaktionskammer 1 zugeleitet 
werden. 

[0037] Wahrend die Quellentemperatur T s etwa 700°C 40 
betragt und die Zuleitung 25 eine Temperatur besitzt, die 
groBer ist, als die Quellentemperatur T s , besitzt der Sub- 
strathalter 2 eine Temperatur T D von etwa 1000°C oder 
mehr. Bevorzugt liegen die Substrat-Temperaturen T s in ei- 
nem Bereich zwischen 1000° und 1100°C\ Als Substrat 45 
kommt Si in Betracht. Es ist aber auch moglich, Al 2 0 3 -Sub- 
strate zu verwenden. Mit der Vorrichtung kann auch eine 
Schichtfolge abjeschieden werden. Als Zwischenschicht 
kann auf mehrere Substrate gleichzeitig AIGalnN abge- 
schieden werden. Alles erfogt bevorzugt bei Wachstumsra- 50 
ten von 100 um/h und mehr. Hierdurch lassen sich ca. 
200 um dicke, rissfreie AlGalnN/GaN-Schichten herstellen. 
Diese Schichten konnen anschlieBend mechano-termisch 
von den ursprunglichen Substraten getrennt werden, um als 
freitragende Schicht wieder als defektarmes GaN-Substrat 55 
zu dienen. Der Prozess wird bei einem Gesamtdruck durch- 
gefuhrt, der im Bereich von 1 bis 1.500 mbar liegt. Es be- 
steht auch die Moglichkeit, das Substrat vor der Beschich- 
tung mit einer dielektrischen Maske zu maskieren. Die 
Maske wird im Prozess uberwachsen. Dieses Uberwachsen 60 
kann durch den Parametertotaldruck eingestellt werden. Es 
ist aber auch moghch, dies uber die Temperatur oder den 
HCl-Fluss bzw. den NH 3 -Fluss zu steuern. Als Tragergas 
wird vorzugsweise H 2 verwendet. 

[0038] Die Zugabc der Doticrstoffc in die Rcaktionskam- 65 
mer erfolgt in analoger Weise. Als Dotierstoff kann eine fe- 
ste Quelle vorgesehen sein, beispielsweise eine Eisenquelle. 
Diese Quelle kann gegen eine der vorhandenen Ga-, In- oder 
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Al-Quellen ausgetauscht werden. Es kann auch der freie 
Platz 16 gemafi Fig. 3 zur Positionierung der Dotierstoff- 
quelle vorgesehen werden. Alternativ zur festen Dotierstoff- 
quelle kann als Dotierstoff ein Hydrid verwendet werden. 
Hier kornmt Silan in Betracht. SchlieBlich ist es auch mog- 
lich, als Dotierstoff eine metallorganische Verbindung zu 
verwenden. Diese wird ebenfalls gasformig in die Reakti- 
onskammer eingeleitet. Hierbei wird bevorzugt DPZMg 
verwendet, Es sind aber auch andere Dotierstoff e "moglich. 
[0039] Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich) erfin- 
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird 
hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beige- 
fugten Prioritatsunteriagen (Abschnitt der Voranmeldung) 
vollinhaldich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merk- 
male dieser Unterlagen in Anspriiche vorliegender Anmel- 
dung mit aufzunehmen. 

Patcntanspriichc 

1. Vorrichtung zum Abscheiden von insbesondere kri- 
stallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Sub- 
straten aus der Gasphase, aufweisend 
eine beheizte Reaktionskammer (1) mit einem Sub- 
strathalter (2) zur Aufhahme mindestens eines Substra- 
tes (3); 

eine oder mehrere beheizte Quellen (4), wo durch che- 
mische Reaktion eines zusammen mit einem Tragergas 
der Quelle zugeleiteten Halogens, insbesondere HC1 
und eines der Quelle (4) zugeordneten Metalls, bei- 
spielsweise GA, In, Al ein gasfbrmiges Halogenid ent- 
steht, welches durch einen Gaseinlass abschnitt (5) zu 
einem vom Substrathalter (2) getragenen Substrat 
transporuert wird; 

eine Hydridzuleitung (6) zum Zuleiten eines Hydrides, 
insbesondere NH 3 , AsH 3 oder PH 3 in die Reaktions- 
kammer, 

gekennzeichnet durch eine Vielzahl von drehangetrie- 
benen Substrathaltern (2) in ringformiger Anordnung 
auf einem Substrathaltertrager (7). 
2. Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kri- 
stallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Sub- 
straten aus der Gasphase, aufweisend 
eine beheizte Reaktionskammer (1) mit einem Sub- 
strathalter (2) zur Aufnahme mindestens eines Substra- 
tes (3); 

eine oder mehrere beheizte Quellen (4), wo durch che- 
mische Reaktion eines zusammen mit einem Tragergas 
der Quelle zugeleiteten Halogens, insbesondere HC1 
und eines der Quelle (4) zugeordneten Metalls, bei- 
spielsweise GA, In, Al ein gasformiges Halogenid ent- 
steht, welches durch einen Gaseinlassabschnitt (5) zu 
einem vom Substrathalter (2) getragenen Substrat 
transporuert wird; 

eine Hydridzuleitung (6) zum Zuleiten eines Hydrides, 
insbesondere NH 3 , AsH 3 oder PH 3 in die Reaktions- 
kammer, 

dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl vor Sub- 
strathaltern in ringformiger Anordnung auf eine; ub- 
strathaltertrager (7) drehangetrieben werden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Verfahren nach 
Anspruch 2 oder insbesondere danach, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Hydride und Halogenide die 
Reaktionskammer (1) in Radialrichtung durchstromen. 

4. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehre- 
rcn der vorhcrgchcndcn Anspriiche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasstrom 
vom Zentrum nach auBen gerichtet ist. 

5. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehre- 
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ren der vorhergehenden Anspriiche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die ein oder 
mehreren Quellen (4) in der Mitte des Substrathalter- 
tragers (7) angeordnet. sind. 

f}, Vorrichtung oder Verfahren nach eineni <3der mehre- 
ren der vorhergehenden Anspriiche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Halogenid 
oder das Halogen in das Zentrum des Reaktors einge- 
[eitet wird. 

7. Vorrichtung oder Verfahren nach ein em oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspriiche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die QueLle (4) 
licht- oder hochfrequenzbeheizt (8) ist. 

8. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspriiche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Substrathalt- 
ertrager (7) drehangetrieben ist. 

9. Vorrichtung oder Verfahren nach cincm oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspriiche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Quellen (4) 
mit dem Substrathaltertrager mitdreht oder ortsfest ist. 

10. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrid 
oberhalb des Halogenids in die Reakdonskaminer ein- 
geleitet wird. 

11. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrid 
an einer radial auBeren S telle in die Reaktionskammer 
(1) geleitet wird. 

12. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrid 
aus Offnungen (10) der dem Substrathaltertrager (7) 
gegenuberliegenden Reaktionskammerdecke (12) aus- 
tritt. 

13. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Off nun- 40 
gen (10) gleichmaBig iiber dem ringformigen Substrat- 
haltertrager (7) verteilt sind. 

14. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Offnun- 
gen (10) winkelversetzt zueinanderliegenden Radialzo- 
nen zugeordnet sind. 

15. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, gekennzeichnet durch zwischen den Ra- 
dialzonen angeordnete Abschnitten mit Offnungen 
(26) zum Einlass der Halogenide. 

16. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere 
Abschnitte zum Einleiten verschiedener Halogenide in 
Umfangsrichtung versetzt zueinander angeordnet und 
insbesondere durch die Offnungen (10) zum Einleiten 
des Hydrids voneinander getrennt sind. 

17. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Quellen 
(4) radial versetzt auBermittig angeordnet sind. 

18. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 65 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Quellen 
(4) von halogenuberstrichenen Wannen (17) oder von 
halogendurchspulten Behaltem (18) gebildet werden. 
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19. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Sub- 
strate (2) ringformig urn das Zentrum angeordnet sind. 

20. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Sub- 
strathalter (2) auf Gaspoistern (14) geiagert mittels ci- 
nes Gasstroms drehangetrieben sind. 

21. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass als Sub- 
stratmaterial rnit zu 300 mm Durchmesser groBe Si- 
oder Al 2 03-Substrate verwendet werden. 

22. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass auf die 
Substrate cine GaN-Schicht und/odcr Schichtfolgcn 
aus AlGalnN aufgebracht werden. 

23. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die ca. 
200 um dicken Schichten bzw. Schichtfolgen vom Sub- 
strat entfernt werden und als Substrat zum Abscheiden 
von GaN verwendet werden. 

24. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass parallel 
zum Hydrid der Gruppe V auch ein gasfbrmiger Do- 
tierstoff in die Reaktionskammer (1) eingeleitet wird. 

25. Vorrichtung oder Verfahren nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspriiche oder insbeson- 
dere danach, gekennzeichnet durch eine oder mehrere 
Quellen zur Aufnahme eines festen oder fliissigen Do- 
tierstoffes, welcher als Halogenid in die Reaktions- 
kammer transportiert wird. 
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